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  Notre travail consiste en l’élaboration de couches minces de l’alliage a-SiGe:H puis en l’étude de ses propriétés optiques, électriques et physico-chimiques en fonction des paramètres de dépôt. La méthode d’élaboration utilisée est la pulvérisation cathodique en courant continue assistée par champ magnétique. 





   Le choix des paramètres d’élaboration s’est basé sur ceux utilisés pour la préparation des couches minces de a-Si:H dont nous avons acquis la maîtrise au sein de notre équipe. Ces paramètres ont cependant nécessité une nouvelle exploration à cause d’importantes modifications apportées au système du dépôt (changement des débitmètres à billes par des débitmètres massiques, changement de cible…), en vue de son amélioration. Le travail a alors d’abord consisté à élaborer des couches minces de a-Si :H, pour réétudier l’influence des pressions partielles (ou des débits) des gaz (Ar, H2), sur la sensibilité à la lumière, et le transport électrique des couches, et cela dans le but de pouvoir estimer les pressions convenables à l’élaboration des couches en alliage de Silicium Germanium Plusieurs techniques de caractérisation ont été utilisées à cet effet: Mesures structurelles par les spectroscopies IR et Raman, Mesures électriques sous vide et Mesures optiques dans le domaine visible- proche infrarouge.





   L’élaboration des couche minces de a-Si:H à différents débits d'hydrogène, nous a montré que l’augmentation de ce débit favorise la présence de l’Hydrogène lié dans les couches, ce qui élargit son gap Eg  mais en diminue la compacité. Nous avons aussi montré que les couches de a-Si :H qui ont de bonnes propriétés de transport de charge et une très bonne sensibilité sont les couches élaborées à un faible (mais nécessaire) débit de gaz d’Hydrogène avoisinant 1sccm.





   En élaborant les couches minces de a-SiGe:H nous avons noté un important rétrécissement du gap optique comparé à celui du a-Si:H. Il s'en est suivi une amélioration de la conductivité électrique, avec cependant une diminution considérable de la sensibilité à la lumière due aux défauts supplémentaires engendrés par l'incorporation du germanium mais aussi par la contamination des couches par l’oxygène, en particulier si elles sont élaborées à des températures supérieures à 350 °C.











